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犚犲狊犲犪狉犮犺狅犳犖狅狀犾犻狀犲犪狉犃犫狊狅狉狆狋犻狅狀犈犳犳犲犮狋狅犳犘狌犾狊犲犔犪狊犲狉犐狉狉犪犱犻犪狋犻狅狀犳狅狉犌犪犃狊

ＺＨＯＵＨａｉｊｉａｏ，ＳＵＮ Ｗｅｎｊｕｎ，ＬＩＵＺｈｏｎｇｙａｎｇ
（犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔犳狅狉犘犺狅狋狅狀犻犮犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犅犪狀犱犵犪狆犕犪狋犲狉犻犪犾（犕犻狀犻狊狋狉狔狅犳犈犱狌犮犪狋犻狅狀）；

犎犲犻犾狅狀犵犼犻犪狀犵犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔犳狅狉犃犱狏犪狀犮犲犱犉狌狀犮狋犻狅狀犪犾犕犪狋犲狉犻犪犾狊犪狀犱犈狓犮犻狋犲犱犛狋犪狋犲犘狉狅犮犲狊狊犲狊，犛犮犺狅狅犾狅犳

犘犺狔狊犻犮狊犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犎犪狉犫犻狀犖狅狉犿犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犎犪狉犫犻狀１５００２５，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＩｎｏｒｄｅｒｔｏｒｅｓｅａｒｃｈｎｏｎｌｉｎｅａｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｆｆｅｃｔｏｆｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｆｏｒＧａＡｓ，ａｐｈｙｓｉｃａｌ

ｍｏｄｅｌｏｆＧａｕｓｓｉａｎｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｆｏｒｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｍａｔｅｒｉａｌｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｂｙ

ｓｏｆｔｗａｒｅＣＯＭＳＯＬ Ｍｕｌｔｉｐｈｙｓｉｃｓ．ＴｈｅｔｈｅｒｍａｌｅｆｆｅｃｔｓｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｍａｔｅｒｉａｌＧａＡｓｗａｓａｎａｌｙｚｅｄ

ｕｎｄｅｒｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｏｆｎａｎｏｓｅｃｏｎｄｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｗｉｔｈｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｏｆ１０６４ｎｍ．Ｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

ａｌｏｎｇｒａｄｉａｌｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｎｄｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌｄｉｒｅｃｔｉｏｎｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｍａｔｅｒｉａｌＧａＡｓｗａｓｃａｌｃｕｌａｔｅｄｕｎｄｅｒ

ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｏｆｎａｎｏｓｅｃｏｎｄｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｂｙｍｅａｎｓｏｆｓｏｌｖｉｎｇｔｈｅｔｈｅｒｍａｌ

ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎｅｑｕａｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｏｎｅｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ，ｔｗｏｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎａｎｄｆｒｅｅｃａｒｒｉｅｒ

ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｔｏｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｔｈｅｉｒｒａｄｉａｔｅｄｍａｔｅｒｉａｌｗａｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄ．Ｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔ

ｗｈｅｎｔｈｅｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｉｓａｂｏｖｅ１０
１０
Ｗ／ｃｍ２，ＦｒｅｅＣａｒｒｉｅｒＡｂｓｏｒｐｔｉｏｎｐｌａｙｅｄａｌｅａｄｉｎｇｒｏｌｅ

ａｎｄｉｓｍｏｒｅｔｈａｎｔｈａｔｏｆＯｎｅＰｈｏｔｏｎＡｂｓｏｒｐｔｉｏｎｏｆｍａｔｅｒｉａｌ．Ｗｈｅｎｔｈｅｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｐｏｗｅｒｄｅｓｔｉｎｙｉｓｂｅｌｏｗ

１０
８
Ｗ／ｃｍ２，ｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｎｏｎｌｉｎｅａｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｏｆｍａｔｅｒｉａｌｓｃｏｕｌｄｂｅ

ｉｇｎｏｒｅｄ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｉｓｂａｓｉｃａｌｌｙｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｒｅｌｅｖａｎｔｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ，ｗｈｉｃｈｓｈｏｗｓｔｈａｔｐｈｙｓｉｃａｌｍｏｄｅｌ

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｉｓｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｐｕｌｓｅｌａｓｅｒｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ；Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｆｉｅｌｄ；Ｄａｍａｇｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄ；Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｍａｔｅｒｉａｌ；Ｏｎｅ

ｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ；Ｔｗｏｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ；Ｆｒｅｅｃａｒｒｉｅｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：１６０．６０００；１４０．３５３８；１３０．４３１０；０１０．１０３０；１３０．５９９０
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Ｐａｒａｍｅｔｅｒ Ｖａｌｕｅｏｒｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ

Ｔｈｅｒｍａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ犽／

（Ｗ·ｃｍ·Ｋ－１）
０．４２５（３００／Ｔ）１．１

Ｄｅｎｓｉｔｙρ／（ｋｇ·ｍ
－３） ５３１６

Ｈｅａｔｃａｐａｃｉｔｙ

犮／（Ｊ·ｇ
－１·Ｋ－１）

０．３０７＋７．２５×１０－５Ｔ

Ｅｎｅｒｇｙｇａｐ犈ｇ／ｅＶ １．５７５０．１５×Ｔ／３００

Ｔｗｏｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ

ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔβ／（ｃｍ·ＭＷ
－１）

０．０１９

Ｆｒｅｅｃａｒｒｉｅｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｃｒｏｓｓ

ｓｅｃｔｉｏｎσ′／ｃｍ２

６．２×１０－１７×｛１＋０．５６×

（Ｔ／３００）－２×ｅｘｐ［－３．５ｅＶ
－１×

（１．１７ｅＶ－０．４３ｅＶ）－１］｝

Ｆｒｅｅｃａｒｒｉｅｒｄｅｎｓｉｔｙ犖／ｃｍ
－３

３．４６×１０１９×（Ｔ／３００）１．５×

ｅｘｐ（－３０．４×３００／Ｔ）

Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｏｆｈｅａｔｔｒａｎｓｆｅｒ

犺／（Ｗ·ｍ－２·Ｋ）
１００

Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

犜／Ｋ
８００

Ｔｈｅｒｍａｌｒａｄｉａｔｉｏｎｒａｔｅε ０．１

Ｌａｓｅｒｒａｄｉｕｓ犪／ｃｍ ０．０４
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